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Kovetelmények:

A szorgalmi iddszakban:
= El6adasok, gyakorlatok
= Egy zarthelyi (9. hét)
= A félévvégi alairas feltétele:
* eredményes zarthelyi €s
* regisztralt részvétel a gyakorlatokon a TVSZ (14. §) (3) pontja szerint

A vizsgaidOszakban:
= Vizsga: irdsbeli
= A félévvégi érdemjegy szamitdsa = a vizsgajegy
Potlasi lehetoségek
= A szorgalmi idészakban: 1, potZH (9. hét)
= A félévvégi alairds potlasanak lehetdsége: potpotZH
= A vizsgaiddszakban: Ismételt vizsga a TVSZ szerint



Tanulmanyi elézmények:

= Jelek és rendszerek
= Jelek: fesziiltség- és/vagy aram-id6 fliggvények
* Jel dekompozicidk
» egyen- ¢és valtakoz6 komponensek
* munkaponti- és gerjesztett komponensek
* (nagy jeld, kis jeli esetek)
» Fliggetlen (fesziiltség vagy dram) forrasok:
e egyenaramu = tap
* valtéaramu = bemend (feldolgozando) jelek, gerjesztések
= Rendszerek: koncentralt paraméterti, Kirchoff halozatok
* Rezisztiv haldzat (memoria mentes, ellenallasok, vezérelt generatorok)
¢ Dinamikus halozat (energia tarolos, reaktans elemek, L, C)
»  Osszetett kétpdlusok:
» eredo ellenallas, ered6 impedancia,
* Thevennin, Norton helyettesitd képek
= Tobb-polusu (tobb-kapus) linearis modellek
*  Vezérelt generatorok
* VeV, VeC, CeV, CcC
» vezérlési tényezok, mértékegységek
* non-reciprok elemek
* (idedlis) miiveleti erdsitd

Rezisztiv kétpolusok u-i karakterisztikai:
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Szilardtest fizikai alapok:

Kristaly szerkezet
* rdgzitett helyzetii, pozitiv toltésii atommagok
* negativ elektronok
» kotott helyzetii vegyérték elektronok
» szabad elektronok, elektromos erdtér hatasara elmozdulnak, (elektron
mozgékonysag)
Elektromos vezetés fémekben
* sok szabad elektron — nagy vezetdképesség

Elektromos vezetés tiszta félvezetdben
* Nagyon kevés szabad elektron ¢és lyuk (elektron hidny) par — nagyon kicsi vezetd
képesség
Elektromos vezetés adalékolt félvezetdben

* Adalékolas fliggden
» szabad elektronok
» vagy szabad lyukak

Ohmos vezetés n-tipust félvezetdben
* négy vegyerteki szilicium,
* Ot vegyértékii pl. foszfor (6t vegyérték elektron)
» szabad elektronok, tobbségi toltéshordozok
* kevés szabad lyuk, kissebségi toltéshordozok

Ohmos vezetés p-tipust félvezetdben
* négy vegyerteki szilicium,
* harom vegyértéki pl. bor
» szabad lyukak, tobbségi toltéshordozok
* kevés szabad elektron, kissebségi toltéshordozok



p-n atmenet, diodda :
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= szabad toltéshordozok stiriségének gradiense -> diffuzio, aram

= tértdltés, nem képes mozgasra

= kiiiritett réteg

= kontakt potencial, diffuzids potencial, sodrodasi aram

= tértoltés kapacitas

»  U=0: difftizids aram, sodrodasi aram, ellentétes irany, egyensuly

* U>0:injekcid, megnd a diffuzids dram
* tObbségi -> kissebségi toltéshordozd, rekombinécio, szabad uthossz
* nyitd irdnyu eléfeszités

» U <0:sodrddasi aram keriil talsulyba
+ csak a kisebbségi toltéshordozdk mozoghatnak -> kicsi dram

*  zard iranyu eldfeszités



Dioda karakterisztika : i
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Bipolaris tranzisztor (npn):
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Ebers-Moll egyenletek:

Tranzisztor Uzemmodok:

npn elektroda B-E atmenet B-C datmenet tizemmod megjegyzés

potencialok
erfsitd eszkoz

zarva normal aktiv

E<B<C nyitva

E<B>C nyitva nyitva telitéses C-E: kis ellenallas
E>B<C zarva zarva zart C-E: nagy ellenallas
E>B>C zarva nyitva inverz Nem hasznalt
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npn és pnp bipolaris tranzisztorok:

rajzjel és
konvencionalis
mérdirdnyok

altalanos
helyettesitokép
(Ebers-Moll
modell)

i
VAies 74,

l ied Aiicd
E
C

Alrd l/Cd

T iEd lA”Cd

E

normal aktiv
tizemmodu
helyettesitokép

Aig

iEd

AiEd

IEd



Bipolaris tranzisztor normal aktiv iizemben
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Tranzisztor karakterisztikak:
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karakterisztika:
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